BFG 23

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstdrker

Mechanische Daten:

Gehduse: EKunststoff, SOT-103

MaBangaben in mm.

e———174min —

024 1,2
l —{ 48max max  max
27 — ¥ 1
max / 1 T
VZ7R0317
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 15 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE ¢ = max. 12 vV
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz -IC M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 5, < 60°C P, . =max. 180 uW
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °c
Transit-Frequenz
bei _UCE =51V, -IC = 30 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei -UCE =5V, —IC = 30 mA, f = 800 MHz Vp opt 14,5 dB
Ausgangsspannung
bei -60 dB Intermodulationsabstand
und —UCE =81V, -IC = 30 mA, f =~ 800 MHz Jo = 400 mv
Rauschzahl
bei -UCE =81V, —IC = 4 mA, f = 800 MHz F = 2,3 dB
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Absolute Grenzwerte: (giiltig bis $

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = Dmax. 15 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: _UCE o = max. 12 Vv
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: -UEB o = max. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic AV < max. 35 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz: —IC M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei & < 60°: 1) Piot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °C
Lagerungstemperaturs 55 = min. -85 °C
s = max. 150 °C
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebungs 1) Royu s 0,5 K/mW
T T T N2 731286, 1) Transistor auf Glasfaser-Leiter-
T 0 - platte von 40 mm x 25 mmx 1,5 mm
- mit 35 pym Cu, verzinnt,
200 Ry~ 05 KImW siehe Skizze

Pt max 25
(mW) .
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BFG 23

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom bei IE =0, -UCB =5 V: —ICB 0= 50 nA
Gleichstromverstidrkung bei -UCE =5V, —IC = 30 mA: B é 20
Transit-Frequenz b
bei -UCE =51V, —IC = 30 mA, fM = 500 MHz: T = 5,0 GHz
Kollektorkapazitédt
bei _UbB =51V, IE =0, f =1 MHz: c = 1,35 pF
Emitterkapazitadt
bei -UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: e = 1,8 pF
Riickwirkungskapazitdt
bei —UCE =10 Vv, IC =0, f =1 MHz: 12¢ = 0,8 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung o
bei _UCE =5V, —IC = 30 mA, 3U =25 C
und f = 800 MHz: VP opt = 14,5 dB
uhd f = 2 GHz: Vo opt = 6,5 dB
Rauschzahl
bei —UC§ =81V, Rg = Rg opt’ f = 800 MHz,
SU = 25°C und —IC = 4 mA: F = 2,3 dB
und -IC = 30 mA: F = N dB
Intermodulationsabstand
bei -UCE =81V, -gc = 30 mA, RL =75 Q,
s <2 und . = 25 C,
mit U_ = Uo = 400 mV bei f = 795,25 MHz,
q = Up - 6 4B  bei f = 803,25 MHz,
Ur = Uo - 6 dB  bei fr = 805,25 MHz,
i = s = -6
gemessen bei f(p+q-r) 793,25 MHz M 0 dB
Abstand der 2.Harmonischen
bei -UCE =81V, —IC = 30 ?A’
RL =75 @, s < 2, SU = 25°C,
mit UP = U0 = 60 mV 1.5nF
bei fp = 250 MHz y 15nF =
und U, = U, = 60 mv bat B
bei f = 560 MHz, 10kQ
q L2
gemessen
bei f = 810 MHz: 1nF
(p+q) i u 2700 —o 750
d2 = =50 dB 1an
759 o——|}
Ll’ L3: Mikrodrossel 5 uH 1,5 36 1,5 0,68
Ly: 3 Wdgn. 0,4 mn Cu, PFI @ a I pF I pF
Inngn—ﬂ 3 mm, 7293448v1
Steigung 1 mm
1.86
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BFG 23

s~ Parameter in Emitterschaltung, bei -U,, =5V Z =50 %
-1 £ Eingangs- Vorwdrts- Riickwérts— Ausgangs- v
c Reflexions- | Ubertragungs-{Ubertragungs-| Reflexions- p opt
mA| MHz faktor %41 faktor %596 faktor S40e faktor 8506 4B
40 | 0,54/ —29,50 12,28/168,40 0,02/ 78,69 0,97/ -11,80 36,1
100 | 0,56/ —64,9° 11,14/149,90 0,04/ 65,30 0,89/ -27,20 29,3
200 | 0,61/-103,7¢ 8,87/130,00 0,07/ 50,00 0,73/ —44,80 24,3
5 500 | 0,65/—154,80 4,54/ 97 40 0,09/ 34,60 0,42/ -69,90 16,4
800 | 0,66/-171,6° 3,06/ 82,90 0,10/ 34,40 0,41/ -80,10 13,0
1000 | 0,68/-179,60 2,51/ 73,40 0,11/ 34,20 0,42/ —89,70 11,6
2000 | 0,67/ 144,30 1,28/ 49,70 0,15/ 49,50 0,29/-115,80 5,1
40 | 0,31/ -53,6° 17,95/165,00 0,01/ 76,20 0,95/ —16,10 35,6
100 | 0,43/ —98,50 15,36/144,00 0,03/ 61,90 0,82/ -36,20 29,5
200 | 0,56/—131,6° 11,30/123,00 0,05/ 49,00 0,63/ 57,40 249
10 500 | 0,65/—-169,00 5,25/ 94,10 0,07/ 43,50 0,33/ —86,70 17,3
800 | 0,66/ 178,80 3,49/ 81,70 0,08/ 46,80 0,33/ —-95,00 13,8
1000 | 0,67/ 172,70 2,81/ 72,70 0,09/ 47,60 0,35/—104,40 121
2000 | 0,67/ 140,00 1,47/ 51,50 0,15/ 58,50 0,22/-133,4° 6,2
40 | 0,21/-116,7° 22,60/162,00 0,01/ 73,90 0,91/ -20,10 35,1
100 | 0,42/-134,00 18,46/138,90 0,02/ 61,20 0,75/ —44,00 29,8
200 | 0,57/—154,20 12,68/118,00 0,03/ 52,40 0,55/ —-67,80 25,3
20 500 | 0,66/—178,3° 5,75/ 92,10 0,05/ 54,50 0,29/-101,80 18,0
800 | 0,66/ 173,00 3,77/ 79,90 0,07/ 57,80 0,29/-108,30 14,4
1000 | 0,66/ 168,70 3,00/ 72,00 0,09/ 57,60 0,31/-116,70 12,5
2000 | 0,68/ 137,5° 1,56/ 52,10 0,16/ 63,80 0,20/-150,20 6,8
40 | 0,29/-147,10 23,95/161,00 0,01/ 72,20 0,88/ —21,80 346
100 | 0,47/-151,70 19,33/137,40 0,02/ 62,00 0,72/ —47,20 29,9
200 | 0,59/—-162,6° 12,97/116,40 0,03/ 56,10 0,51/ -72,00 254
30 500 | 0,68/ 177,70 5,74/ 91,30 0,05/ 60,10 0,27/-107,90 18,2
800 | 0,66/ 170,00 3,77/ 79,30 0,07/ 62,50 0,27/-113,20 14,4
1000 | 0,67/ 166,60 3,00/ 71,69 0,08/ 61,80 0,30/-121,10 12,5
2000 { 0,70/ 136,50 1,66/ 52,00 0,16/ 65,90 0,20/-156,20 6,9
1.86
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BFG 32

SILIZIUM - PNP - PLANAR ~ EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstdrker

Mechanische Daten:

Gehduse; Kunststoff, SOT-103

MaBangaben in mm.

l — 4,8max "fx
2,7 w=n
max T

vZRen7

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittilwert

Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz
Gesamtverlustleistung bei § g 70°%¢C

U
Sperrschichttemperatur

Transit-Frequenz
bei —UCE =10V, --IC = 50 mA
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei -U,, =10V, -I_ = 50 mA, f = 800 MHz
CE C
Ausgangsspannung
bei -60 dB Intermodulationsabstand
und -UCE =10 Vv, -IC = 70 mA, f ~ 800 MHz

“Ucs o
-U

CE 0
“Ic av
Ic u

Ptot

= maxe.

= max.

= maXe.

= max.

max.

max.

20
15
5
150
700
175

500

EE<<

mW

GHz

dB

mV

VAIND
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)

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8

J max
Kollektor-Sperrspannung bei I = 0: -U.p ¢ =max. 20 V
Kellektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: _UCE o = max. 15 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 3 v
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC AV S max. 75 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz: -IC M = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U -S- 70°¢: 1) Ptot = max. 700 mW
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 175 °C
Lagerungstemperatur: 35 = min. -65 °C
9 = max. 175 °C
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth v = 150 K/W
zwischen Sperrschicht und KollektoranschluB: Rth C = 75 K/W
1) Transistor auf Glasfaser-Leiter-—
platte von 50 mm x 50 mm x 1,5 mm
800 F 1300425 mit 35 pm Cu, verzinnt,
P siehe Skizze
tot max
{mW)
50
600
\
4
400 10 50
t
T
200
7283262
0

50 75 100 125 3, °C) 175



BFG 32

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom bei IE = 0, —UCB =10 V: —ICB 0= 100 nA
Gleichstromverstdrkung bei —UCE =10V, —IC = 50 mA: B 2 20
Transit-Frequenz b
bei -Uyp = 10 V, -I, = 50 mA, f, = 500 MHz: £ = 4,5 GHz
Kollektorkapazitéat
bei ~Uyp =10 V, Iy = 0, £ = 1 MHz: c, = 2,0 pF
Emitterkapazitdt
bei -Upp = 0,5V, I, =0, £ =1 Miz: C, = 5,0 pF
Riickwirkungskapazitédt
bei ~Ueg =10V, I, =0, f = 1 MHz: Cise = 1,4 pF
Erzielbare Leistungsverstidrkung o
bei —UCE =10 V, -IC = 50 mA, 3U =25C
und f = 800 MHz: Vo opt = 13,0 dB
und f = 2 GHz: Vp opt = 6,0 dB
Rauschzahl
bei -U,, = 10 V, ~I, = 50 ma, Rg = Rg opt’
8y = 25°C und £ = 800 MHz: F = 4,3 dB
Intermodulationsabstand
bel-UCE=%0V, -1, =70 mA, B =75 Q, s <2
wd $; = 25°C,
mit U = Uo = 500 mV bei f = 795,25 MHz,
.= U -6dB bei £ = 803,25 MHz,
U.=U -6dB bei f = 805,25 MHz,
T o r
i = s d = -6 d.
gemessen bei f(p+q—r) 793,25 MHz M 0 B
Abstand der 2.Harmonischen
bei -U,, =10V, -I, = 70 mA,
Ry =75Q, 8<2 8;= 25%,
mit U = U = 150 mV - 2.2nF
bei f- = 250 MHz v = Vbatc
P bat B
und Uq = Uo = 150 mV
bei f = 560 MHz, 10k$2 L2
gemessen bei
f(P+Q) = 810 MHz: L1 2008 ! 0759
d2 = -50 dB 750 |L
1nF 1pF
L L,: Mikrodrossel 5 pH
17 Lg K 1,50F
L2: 3 Wdgn. 0,4 mm Cu, %{ Z:
Innen-§ 3 mm, P
Steigung 1 mm
7293447V
1.86
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BFG 32

s Parameter in Emitterschaltung, bei Uy, = 10 V Z=50¢
-1 £ Eingangs- Vorwdrts— Riickwdrts— Ausgangs- v
C Reflexions- U’bertragungs- Ubertragungs- Reflexions— p opt
mA MHz faktor s faktor s faktor s faktor s dB
11e 21e 12e 22e

40 | 0,75/ —42,7° 13,76/159,70 0,03/ 70,90 0,93/ —20,10 354

100 | 0,74/ -90,70 10,76/133,3° 0,06/ 49,20 0,74/ —-4190 275

200 | 0,75/-128,8° 6,95/112,10 0,08/ 33,60 0,52/ —59,20 21,8

5 500 | 0,74/-167,7° 2,99/ 83,60 0,09/ 25,10 0,32/ -79,50 13,4

800 | 0,74/-178,7° 2,01/ 69,00 0,10/ 26,80 0,37/ —89,30 10,1

1000 | 0,74/-172,20 1,62/ 59,30 0,11/ 27,70 0,41/ —99,60 8,4

2000 | 0,76/ 139,80 0,80/ 33,30 0,14/ 47,50 0,40/-139,10 2,6

40 | 0,61/ -63,40 22,06/153,00 0,03/ 65,70 0,88/ —30,70 35,3

100 | 0,67/-115,6° 15,20/124,90 0,05/ 44,30 0,62/ —61,20 28,4

200 | 0,73/-146,7° 8,95/106,00 0,06/ 34,00 0,41/ -85,10 23,1

10 500 | 0,74/-176,1° 3,76/ 83,30 0,07/ 36,20 0,25/-117,20 15,3

800 | 0,73/ 173,20 2,46/ 70,50 0,09/ 40,50 0,28/-119,40 115

1000 | 0,73/ 168,59 1,95/ 62,10 0,10/ 41,80 0,33/-126,00 9,6

2000 | 0,75/ 137,40 1,01/ 38,20 0,16/ 53,30 0,31/-159,40 4.1

40 | 0,50/ -93,5¢ 30,50/146,00 0,02/ 60,60 0,81/ —43,20 35,5

100 | 0,66/—138,40 18,73/118,40 0,03/ 42,70 0,63/ —82,00 29,4

200 | 0,72/-160,8° 10,50/101,80 0,04/ 38,90 0,38/-111,90 243

20 500 | 0,74/ 178,59 4,30/ 83,30 0,06/ 48,90 0,28/—148,30 16,5

800 | 0,73/ 168,90 2,78/ 71,69 0,08/ 52,50 0,30/—-147,70 12,6

1000 | 0,73/ 165,20 2,22/ 63,39 0,09/ 52,30 0,54/-150,60 10,7

2000 | 0,75/ 135,5° 1,16/ 42,20 0,17/ 57,50 0,30/ 176,90 53

40 | 0,48/-111,8° 34,57/142,50 0,02/ 58,60 0,76/ —50,30 35,7

100 | 0,67/—148,20 20,08/115,30 0,03/ 43,80 0,50/ -93,20 29,9

200 | 0,73/-166,20 10,99/ 99,90 0,03/ 43,7° 0,38/—124,10 248

30 500 | 0,74/ 175,80 4,50/ 83,20 0,05/ 55,40 0,32/-1568,20 17,0

800 | 0,73/ 168,40 2,08/ 72,10 0,08/ 57,70 0,32/~157,90 13,0

1000 | 0,73/ 164,30 2,32/ 64,20 0,09/ 56,60 0,35/—-158,80 11,2

2000 | 0,75/ 134,80 1,21/ 44,00 0,17/ 59,20 0,32/ 167,50 5,8

40 | 0,49/-131,20 38,80/139,80 0,01/ 57,10 0,70/ -58,70 35,9

100 | 0,69/—157,6° 21,05/112,60 0,02/ 46,50 0,48/-104,70 30,3

200 | 0,73/-171,3° 11,50/ 98,30 0,03/ 49,50 0,39/-134,90 25,2

50 500 | 0,75/ 174,10 4,60/ 82,40 0,05/ 61,60 0,35/—165,60 17,4

800 | 0,73/ 166,80 2,97/ 71,50 0,08/ 62,0° 0,34/-165,30 134

1000 | 0,73/ 162,70 2,37/ 64,10 0,09/ 59,90 0,37/-166,8° 11,4

2000 | 0,76/ 134,00 1,24/ 45,30 0,18/ 60,90 0,34/ 160,90 6.2

o>
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SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstdrker

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-103

MaBangaben in mm.

————174min —
024 12

l -—*'Qemcxk——- max mfx
' 1
max - [ T

VZ70317

BFG 34

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB 0
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE 0
Kollektorstrom, Mittelwert < . ;C AV
Gesamtverlustleistung bei SU = 45C Ptot
Sperrschichttemperatur $J
Gleichstromverstiarkung

bei UCE =10 V, IC = 100 mA B
Transit-Frequenz

bei UCE =10 V, IC = 100 mA fT
Erzielbare Leistungsverstidrkung

bei UCE =10V, IC = 100 mA, f = 800 MHz VP opt

bei UCE =10V, Ic = 100 mA, f = 2 GHz VP opt =
Ausgangsspannung

bei ~60 dB Intermodulationsabstand

und UCE =10 V, IC = 100 mA, f ~ 800 MHz UO

max.

max.

maxe.

maxe.

maXx.

[
ot

-
©
E < <

150

[
° =

175 c

25

3,7 GHz

14 dB

750 mV

VAIND
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Absolute Grenzwerte: (gultlg bis $J max)
Kollektor-Sperrspanpung bei IE = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:

Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Gesamtverlustleistung bei 9y < 45°C: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)
zwischen Sperrschicht und KollektoranschlufB:

(=]

CB 0
CE O
EB 0
C AV
tot

(==

[

P < ¢ W M
wn

wn

By v
L

max.
max.
max.
max.
max.
max.
min.

max.

25
18

150

175

-65
175

130
50

°© o o= E < < <
o o o

K/W
K/W

1) Transistor auf Glasfaser-Leiter-
platte von 50 mmx 50 mmx 1,5 mm

X 7301086
P!ol max
(W)
10
A
075 A\
N\
N
AN
05 \\
N\
N
N
025 AN
A
025 75 125 Jy(°C) 175

oo
[eole

mit 35 pym Cu, verzinnt,

siehe Skizze

‘5-'

7283262
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Kennwerte: bei aJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
X £
Kollektor-Reststrom bi1 IE = 0, UCB = 10 V: ICB 0o = 200 nA
Gleichstromverstérkung bei UCE = 10 V, IC = 100 mA: B g 25
Transit~-Frequenz
bei UCE =10V, IC = 100 mA, fM = 500 MHz: fT = 3,7 GHz
Kollektorkapazitat
bei UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 2,3 pF
Emitterkapazitat
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 10 pF
Riickwirkungskapazitdt
bei UCB = 10 V, IE =0, f =1 MHz: Cl2e = 1,2 pF
Erzielbare Leistungsverstidrkung °
bei UCE =10 V, IC = 100 mA, aU =25C
und f = 800 MHz: Vp opt = 14 dB
und f = 2 GHz: v = 7 dB
p opt
Rauschzahl
bei UCE . 12 v, IC = 20 ma, Rg = Rg opt
und SU = 25C, f = 800 MHz: F = 2,3 dB
Ausgangsleistung bei 1 dB Kompression
bei UCE =10 V, IC = 100 mA, f = 300 MHz: PL 1dB = + 24 dBm
bei UCE =10 V, IC = 90 ma, f = 800 MHz: PL 1aB = + 22 dBm
Ausgangsspannung
bei Intermodulationsabstand dIM = ~60 dB
(DIN 45004 B, Dreiton)
bei UCE =10 Vv, IC = 100 m4, RL =75 Q, s < 2
und $,; = 25%,
mit U = Uo bei dIM=—60 dB bei fp = 795,25 MHz,
0 = U0 - 6dB bei £ = 803,25 MHz,
Ur B Uo - 6dB bei fr = 805,25 MHz,
gemessen bei f(p+q-r) = 793,25 MHz: U0 = 750 mV
Abstand der 2.Harmonischen
bei UCE =10 Vv, IC = 100 mA, RL =75 Q, 8 < 2
und 8, = 25°C,
mit U_ = U0 = 316 mV bei f = 250 MHz
und q = UO = 316 mV bei f = 560 MHz,
emessen bei f = 810 MHz: d = - 55 dB
£ (p+a) 2
1.86
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Kennwerte, Fortsetzung:

Interzeptpunkt 3. Ordnung

bei U =10 V, IC = 100 mA, f = 300 MHz: IP = +43 dBm
bei UCE = 10 Vv, IC = 90 mA, f = 800 MHz: 1P = +41 dBm
MeBschaltung fiir dy, und d,
2, 2 nF 2,2 nF LU
v batC
bat BC I I mow
10 nF 10 nF
on I 10 kQ I
10 nF 200Q
10 nF 75Q
L1 Ye)
75 Q 10 nF
1,5 pF J— 0,82 pF l
207 | 1,5 29,7 1.5
Q I pF Q I pF
7293446V1

L1, L2: Ferritdrossel 5 pH

L3: 2 wdgn. 0,5 mm Cu,
Innen-§ 4 mm
Steigung 2 mm



s - Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =10 V Z =508
1 £ Eingangss«  Vorwdrts- Riickwédrts- Ausgangs- v
C Reflexions- Ubertragungs-|{bertragungs— Reflexions- p opt
mA MHz faktor Si1e faktor $51e faktor Si0e faktor 8506 dB
40 | 0,91/ -40,7° 13,50/156,60 0,03/ 69,30 0,95/ —16,40 40,1
100 | 0,95/ -87,6° 10,34/131,20 0,05/ 46,60 0,77/ -32,10 29,6
200 | 0,85/-126,7° 6,59/109,70 0,07/ 30,20 0,59/ —42,30 229
5 500 { 0,78/-167,3° 2,81/ 79,90 0,07/ 20,80 0,45/ -58,10 14,1
800 | 0,78/ 177,20 1,84/ 64,70 0,07/ 27,30 0,51/ 73,60 10,7
1000 | 0,78/ 169,70 1,47/ 54,60 0,07/ 33,50 0,56/ —86,60 9,1
1200 | 0,82/ 162,20 1,14/ 48,70 0,07/ 45,70 0,52/-101,50 7.4
2000 | 0,82/ 140,50 0,67/ 27,60 0,12/ 71,30 0,42/-138,00 2,2
40 | 0,85/ —48,20 20,80/154,70 0,03/ 66,30 0,92/ —-23,3° 40,2
100 | 0,80/ —98,70 14,77/126,7° 0,05/ 43,60 0,68/ —45,00 30,6
200 | 0,78/-135,70 3,99/106,9¢ 0,06/ 30,40 0,47/ —58,50 241
10 500 | 0,76/-171,80 3,78/ 81,80 0,06/ 28,6° 0,30/ —74,90 15,7
800 | 0,76/ 175,00 2,49/ 68,50 0,07/ 36,9° 0,36/ —85,80 12,2
1000 | 0,76/ 168,40 1,97/ 58,80 0,07/ 41,30 0,41/ —97,40 10,4
1200 | 0,79/ 161,20 1,66/ 53,90 0,08/ 51,00 0,38/-111,80 8,8
2000 | 0,80/ 140,6° 0,96/ 30,6° 0,14/ 66,80 0,36/—142,80 4,6
40 | 0,81/ -56,50 28,50/151,5° 0,02/ 63,00 0,89/ —-31,30 40,6
100 | 0,76/-108,9° 19,04/122,80 0,04/ 41,70 0,60/ —59,90 31.4
200 | 0,75/ 143,2° 11,19/104,70 0,05/ 31,70 0,39/ —80,30 25,3
20 500 | 0,74/-175,9° 4,65/ 82,70 0,06/ 36,20 0,23/-107,6° 17,0
800 | 0,73/ 172,50 3,00/ 70,70 0,07/ 44,30 0,27/-110,20 13,2
1000 | 0,74/ 166,8° 2,41/ 62,20 0,08/ 47,69 0,31/-118,30 11,5
1200 | 0,78/ 159,00 1,94/ 58,90 0,09/ 55,10 0,29/-133,50 10,2
2000 | 0,77/ 140,30 1,23/ 35,40 0,14/ 63,70 0,28/-155,50 6,1
40 | 0,79/ -61,1° 32,71/149,40 0,02/ 61,80 0,87/ —-35,70 40,7
100 | 0,75/-113,4° 21,13/121,00 0,04/ 40,70 0,58/ —68,20 31,8
200 | 0,74/—146,20 12,12/104,00 0,05/ 32,50 0,38/ —92,80 25,8
30 500 | 0,73/-177,0°0 5,04/ 83,70 0,06/ 39,50 0,23/-127,40 17,6
800 | 0,73/ 172,00 3,25/ 72,00 0,07/ 47,20 0,25/-126,80 13,9
1000 | 0,73/ 166,9° 2,62/ 63,90 0,08/ 49,80 0,29/-132,40 12,1
1200 | 0,77/ 158,6° 2,11/ 61,10 0,09/ 56,70 0,28/-147,90 10,8
2000 | 0,76/ 140,00 1,35/ 38,30 0,15/ 62,30 0,24/-165,70 6,6
1.86
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BFG 34

s — Parameter in Emitterschaltung, bei Uwp = 10 V (Fortsetzung) Z_=_50_Q
I £ Eingangs- Vorwdrts- Riickwdrts- Ausgangs- v

C Reflexions- ﬁbertragungs- tbertragungs- Reflexions~ P opt

mA | MHz faktor Si1e faktor %51 faktor S10e faktor S50 dB

40 | 0,78/ —64,6° 36,69/147,30 0,02/ 60,00 0,86/ —40,3° 41,0

100 | 0,73/-118,10 22,91/119,40 0,04/ 39,70 0,56/ —76,50 32,2

200 | 0,73/—148,99 12,99/102,60 0,04/ 33,20 0,37/-104,5° 26,3

50 500 | 0,73/-178,1° 5,34/ 94,30 0,06/ 42,60 0,25/—-142,70 18,1

800. | 0,72/ 170,50 3,48/ 73,10 0,07/ 49,40 0,25/-142,00 14,3

1000 | 0,72/ 165,20 2,72/ 64,80 0,08/ 51,50 0,30/-145,6° 12,3

1200 | 0,76/ 157,59 2,25/ 63,00 0,09/ 58,00 0,29/-161,10 11,2

2000 | 0,75/ 139,90 1,44/ 40,50 0,15/ 60,80 0,24/-177,20 7,0

40 | 0,78/ —67,3° 38,41/146,4° 0,02/ 59,10 0,84/ —42,80 411

100°| 0,74/-112,00 23,45/118,20 0,04/ 39,30 0,55/ 81,10 324

200 | 0,73/-151,1° 13,29/102,30 0,04/ 33,90 0,37/-110,40 26,4

75 500 | 0,72/-178,40 5,47/ 84,40 0,06/ 43,80 0,27/-148,10 18,3

800 | 0,72/ 170,20 3,62/ 73,10 0,07/ 50,30 0,27/-148,80 14,4

1000 | 0,72/ 164,60 2,75/ 65,60 | 0,09/ 52,10 0,30/-151,70 | 124

1200 | 0,76/ 157,80 2,28/ 63,80 0,09/ 58,30 0,30/-166,80 1,3

2000 | 0,75/ 139,50 1,48/ 41,70 0,16/ 59,70 0,24/ 175,20 7.2

40 | 0,78/ —68,3° 38,86/145,20 0,02/ 58,20 0,83/ —44,40 41,0

100 | 0,74/-121,60 23,45/117,20 0,04/ 38,80 0,54/ —83,10 23,3

200 | 0,73/-151,6° 13,13/101,30 0,04/ 33,70 0,37/-112,70 26,4

100 500 | 0,73/-179,40 ' 5,40/ 83,80 0,06/ 44,30 0,27/-151,30 18,2

800 | 0,73/ 170,6° 3,62/ 73,40 0,07/ 50,60 0,27/-150,90 14,5

1000 | 0,72/ 165,30 2,75/ 65,40 0,09/ 52,20 0,30/-1563,40 12,4

1200 | 0,77/ 157,3° 2,25/ 64,10 0,09/ 58,30 0,30/-168,6° 1,3

2000 | 0,75/ 139,40 1,46/ 41,90 0,15/ 59,70 0,24/ 175,20 7.1
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BFG 51

SILIZIUM — PNP - PLANAR - EPITAXTAL - HF — TRANSISTOR

fiir Breitbandverstidrker

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-103

MaBangaben in mm.

max 51 81
4—m|/n 1 MmN ——
145 max—=| e o'y
1,15 max min

l————174min —

024 12
i > 4,8max [« max mfx
27 — '
max [

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz

Gesamtverlustleistung bei sU § 60°C
Sperrschichttemperatur
Transit-Frequenz

bei —UCE = 10 V, —IC = 14 mA
Erzielbare Leistungsverstirkung

bei —UCE =10 V, —IC = 14 mA, f = 800 MHz
Ausgangsspannung

bei -60 dB Intermodulationsabstand
und -UCE =10 V, -IC = 14 mA, f ~ 800 MHz
Rauschzahl

bei —UCE =10 V, -I, = 4 mA, f = 800 MHz

C

“UeB o

= max. 20V
= max. 15 VvV
= max. 35 mA
= max. 180 mW

= 5 GHz
= 17 dB
= 150 mV
= 2,4 dB

VAIVD



BFG 51

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

Kollektor-Sperrspantung bei I = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB .

Emitter-Sperrspannung bei Ic = 03
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert, f > 1 MHz:

Gesamtverlustleistung bei OU < 60°C: 1)

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperaturs:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

VZ 731288,
T 1
LTI
200 RthU= 05 KImW
Ptctnux
(mW)
100
0
0 50 100 B, (°C) 150
1.86

J max

)

—UCB o = max. 20 V
0 .UcE 0= max. 15 V
-UEB 0= max. 2 Vv
-Ic AV = max. 25 mA
_IC M = max. 35 mA
Ptot = max. 180 ?W
sJ = max. 150 Cc
8¢ = min. -65 °C
8 = max. 150 °C
<
Rypy = 0,5 K/mW

1) Transistor auf Glasfaser-Leiter-
platte von 40 mm x 25 mm x 1,5 mm
mit 35 ym Cu, verzinnt,
siehe Skizze

25
i__ ,
Q__ &
"I RIE o,
4
2—t> 8-
—>| 3 L— 7293408



BFG 51

Kennwerte: bei 8J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom bei IE = 0, -UCB = 10 V: —ICB 0= 50
Gleichstromverstérkung bei —UCE =10 V, —IC = 14 mA: B z 50
Transit-Frequenz N
bei -U.p = 10 V, -I, = 14 mA, f, = 500 MHz: ty = 5,0
Kollektorkapazitédt
bei -UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,9
Emitterkapazitédt
bei -UEB =0,5V, Ic =0, f =1 MHz: Ce = 1,1
Riickwirkungskapazitdt
bei -UCE =10 V, IC =0, f =1 MHz: C12e = 0,45
Erzielbare Leistungsverstarkung °
bei -Uy, = 10 V, -I, = 14 m4, 8; = 25°C
und £ = 800 MHz: p opt = 17,0
und f = 2 GHz: Vp opt = 8,0
Rauschzahl
bei —UC = 10 V, Rg = Rg Opt' f = 800 MHz,
%0 = 20 a1 = 4 ma F = 2,4
und —IC = 14 mA: F = 3,4
Intermodulationsabstand
bei -Uyp = %o V, -I, = 14 mi, R = 75 R, s < 2
und &U =25¢C,
mit U = Uo = 150 mV bei f = 795,25 MHz,
q = Uo - 6dB bei £ = 803,25 MHz,
U =U - 6dB bei f_ = 805,25 MHz,
r [ T
gemessen bei f(p+q-r) = 793,25 MHz: dIM = =60
Abstand der 2.Harmonischen
bei -UCE =10V, —IC ] 14omA,
RL =75 Q, 8 < 2, 8U =25C,
mit UP =U = 150 mV
bei fp = 250 MHz
und Uq = Uo = 150 mV 2,2nF
bei £ = 560 MHz, “Ubatg
gemessen bei 33k2 L2
f = 810 MHz:
(p+a)
d2 = -50 dB u ‘ 3000
1nF
75 9 o—|}
L1, L3: Mikrodrossel 5 pH

3 Wdgn. 0,4 mm Cu,
Innen-f 3 mm
Steigung 1 mm

L2:

GHz

pF

pF

pF

dB
dB

dB
dB

dB




BFG 51

8 - Parameter in Emitterschaltung, bei -UCE =10 V Z_=_50_§
-1 £ Einga?gs— Vorwédrts— Rilckwirts-— Ausgangs- v
C Reflexions- tbertragungs-|Ubertragungs- Reflexions~ p opt
mA MHz faktor $11e faktor S51e faktor Sioe faktor $50¢ dB
40 | 0,66/ 67,40 13,07/132,50 0,04/ 48,850 0,98/ 81,6° 38,4
100 | 0,65/ 41,00 12,29/131,70 0,04/ 63,680 0,96/ 49,70 35,6
200 | 0,63/ —25,40 10,44/136,5° 0,05/ 64,050 0,82/ 2,70 27,5
500 | 0,50/ —61,8° 6,51/105,80 0,08/ 44,830 0,58/—-19,6° 19,3
5 800 | 0,48/-173,20 4,74/ 817,70 0,10/ 46,880 0,49/-29,30 159
1000 | 0,46/—-170,10 3,73/ 81,10 0,10/ 44,700 0,43/-33,10 13,4
1200 | 0,47/ 178,40 3,00/ 77,40 0,11/ 44,800 0,38/—46,50 11,3
1500 | 0,54/ 169,80 2,83/ 57,00 0,13/ 51,100 0,34/—-48,10 11,1
2000 | 0,46/ 144,6° 1,99/ 22,40 0,15/ 3,95° 0,31/-89,80 7.4
40 | 0,44/ 60,20 19,40/137,80 0,04/ 34,230 0,96/ 79,60 37,9
100 | 0,45/ 24,40 17,77/129,80 0,04/ 58,580 0,81/ 43,50 33,6
200 | 0,47/ —49,40 14,33/127,20 0,05/ 57,930 0,73/ -4,70 27,5
500 | 0,46/ 92,9° 7,69/ 97,60 0,07/ 48,350 0,46/-25,9° 19,7
10 800 | 0,47/-176,4° 5,41/ 82,6° 0,09/ 53,750 0,38/-30,90 16,4
1000 | 0,48/-179,6° 4,15/ 77,10 0,09/ 52,630 0,33/—35,60 14,0
1200 | 0,48/ 167,7° 3,31/ 75,60 0,10/ 53,63¢ 0,29/-45,90 11,9
1500 | 0,53/ 159,7° 3,27/ 57,50 0,12/ 58,700 0,27/-48,70 12,0
2000 | 0,48/ 137,20 2,18/ —-3,9° 0,15/ 11,330 0,24/-91,20 8,1
40 | 0,34/ 53,80 22,33/1 36,90 0,04/ 34,050 0,95/ 78,20 37,4
100 | 0,37/ 11,90 19,87/131,00 0,03/ 54,680 0,88/ 41,30 331
200 | 0,42/ -64,7° 15,87/123,10 0,04/ 57,330 0,69/ —8,50 27,6
500 | 0,46/ 160,6° 7,89/ 96,80 0,06/ 51,980 0,40/-26,8° 19,7
14 800 | 0,47/-174,40 5,562/ 81,70 0,08/ 56,680 0,34/--32,10 16,4
1000 | 0,48/ 175,99 4,24/ 75,70 0,08/ 54,880 0,30/-37,00 141
1200 | 0,50/ 164,40 3,42/ 74,50 0,09/ 56,430 0,27/-44,10 12,3
1500 | 0,55/ 158,1° 3,22/ 54,6° 0,11/ 62,380 0,24/—45,10 12,0
2000 | 0,49/ 134,9° 2,21/ 5,40 0,14/ 13,430 0,22/-90,90 8,3
1.86



g_—_ga_zglll_ejgg in Emitterschaltung, bei _UCE =10V (Fortsetzung) Z =508Q

1 1 Eingangg- Vorwidrts- Riickwidrts- Ausgangs- v
C Reflexions- Ubertragungs-|Ubertragungs- Reflexions—~ p opt

mA MHz faktor 511e faktor %51e faktor 8106 faktor S99 dB

40 | 0,15/ 3,5¢ 21,70/136,8° 0,04/ 28,080 091/ 75,50 34,6

100 | 0,31/ -46,9° 18,44/142,50 0,04/ 64,850 0,80/ 35,60 30,2

200 | 0,45/ —83,8° 14,16/120,90 0,04/ 56,450 0,59/ —-15,50 25,8

500 | 0,55/-175,00 6,59/ 94,10 0,06/ 52,280 0,32/ —34,40 184

20 800 | 0,58/ 177,20 4,62/ 79,20 0,08/ 58,350 0,27/ 36,00 15,4

1000 | 0,57/ 170,30 3,54/ 73,80 0,08/ 58,050 0,24/ —-41,30 12,9

1200 | 0,59/ 159,550 2,82/ 72,90 0,09/ 59,280 0,21/ —47,70 1.1

1500 | 0,54/ 150,99 2,15/ 56,00 0,11/ 67,550 0,18/ -36,00 8,3

2000 | 0,58/ 132,10 1,88/ —6,20 0,14/ 16,030 0,19/-108,6° 74

40 | 0,15/ -27,10 21,97/138,10 0,04/ 33,980 0,90/ 75,40 34,0

100 | 0,32/ -61,00 18,72/131,10 0,03/ 64,880 0,78/ 34,30 30,1

200 | 0,45/ —80,40 14,08/119,50 0,04/ 54,000 0,56/ —15,90 25,6

500 | 0,57/-179,40 6,43/ 92,40 0,06/ 53,930 0,31/ —34,40 18,3

25 800 | 0,57/ 174,60 4,51/ 78,90 0,08/ 59,200 0,26/ —35,40 15,1

1000 | 0,59/ 167,50 3,44/ 73,10 0,08/ 58,330 0,23/ -40,10 12,8

1200 | 0,61/ 157,30 2,76/ 71,80 0,08/ 61,780 0,21/ —48,50 1

1500 | 0,56/ 151,10 2,15/ 75,30 0,10/ 68,930 0,18/ —24,30 8,4

2000 | 0,60/ 131,80 1,83/ —6,70 0,14/ 17,580 0,19/ —-96,00 7.4

40 | 0,19/ —46,20 21,90/138,30 0,04/ 28,330 0,88/ 74,70 333

100 | 0,34/ -73,10 18,18/129,20 0,03/ 63,730 0,77/ 30,60 29,6

200 | 0,47/ -67,10 13,92/118,90 0,04/ 56,800 0,55/ —16,80 25,5

500 | 0,58/-176,6° 6,23/ 92,50 0,05/ 56,930 0,29/ —-30,80 18,1

30 800 | 0,59/ 167,6° 4,33/ 77,70 0,08/ 60,300 0,26/ —35,60 14,9

1000 | 0,60/ 167,490 3,32/ 72,70 0,08/ 59,930 0,23/ -37,6° 12,6

1200 | 0,63/ 157,30 2,66/ 70,80 0,09/ 63,130 0,21/ —45,90 10,9

1500 | 0,57/ 156,70 2,16/ 49,20 0,11/ 70,559 0,19/ —45,40 8,6

2000 | 0,63/ 130,5° 1,80/ —8,20 0,14/ 19,230 0,20/ —95,70 75

1.86
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Rauscharmer

BFG 65

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXTAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstidrker bis ca.

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,
SOT 103

MaBangaben in mm

2 GHz

VZ720317

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 10 Vv
Kollektorstrom IC max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei %U < 60°C Piot max. 300 mW
Sperrschichttemperatur $J max. 150 °C
Transit-Frequenz

bei UCE =8V, IC = 15 mA fT 7,5 GHz
Erzielbare Leistungsverstirkung

bei U,y =8V, I, =15 m, f = 2 GHz Vp opt 10,5 dB
Rauschzahl

bei UCE =81V, IC =5 mA, f =2 GHz F 2,5 dB

385 VAIVD

203



BFG 65

(giiltig bis &

)

Absolute Grenzwerte:
J max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I, = O:

Emitter-Sperrspannung bei IC = ?
Kollektorstrom:
Gesamtverlustleistung bei 3U é
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

CB 0
CE 0
EB 0

o a a

&+ O
(=]
o+

® & @ W
wn oW &

= max.

= max.

= max.

max.
max.
max.
min.

max.

20 V
10 Vv
2,5 V
50 mA
300 mW
150 °
-65 °c
150 °
300 K/wW

1) Transistor auf Glasfaser-Leiter-
platte von 40 mmx 25 mmx 1,5 mm

Plot max £ -
(mW)
400
300
\
N
N\
200
N
AN
N
100|
N
\
N
% 50 100 150
Iy (°C)
1.86

204

mit 35 pm Cu, verzinnt,

siehe Skizze

25
v
e__ [ ]
R N | .
4
21§~
—>I 3 L— 7293408



BFG 65

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom bi} IE =0, UCB =5 Vs ICB 0 = 50 nA
Gleichstromverstirkung bei UCE =51V, IC = 15 mAs B = 100 (; 60)
Transit-Frequenz
bei UCE =8V, IC = 15 ma, fM = 500 MHz: fT = Ty5 GHz
Kollektorkapazitét
bei UCB =81V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 1,1 pF
Emitterkapazitédt
bei UEB = 0,5 V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,3 pF
Riickwirkungskapazitidt
bei UCB =81V, IE =0, f = 1 MHz: 012e = 0,5 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung o
bei UCB =8V, IC = 15 mA, f = 2 GHz, SU=:25 C: Vp opt = 10,5 dB
Rauschzahl o
bei UCE =81V, Rg =60 @, f = 2 GHz, SU =25C
und IC = 5 mA: = 2,5 dB
und IC = 15 mA: F = 3,0 dB
bei UCE =81V, Rg = Rg opt’ f = 800 MHz,
8y = 25°C und I, = 5 mA: F = , dB
und IC = 15 mA: F = , dB
10 : 7294142 10 7294143
fr
B (GHz)
8
100 V
/
4 6 //
A
Uce= 5V [ Ugg =8V
¥ =25cC 4
90
2
80 60 0 30 40 50
o 20 40 Ic (mA) 0 10 20 “IE (mA)

1.86
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s - Parameter in Emitterschaltung, bei Uyp =8V Z_ =50 %
Eingangs- Vorwdrts-— Riickwdrts— Ausgangs-
I f X \

C Reflexions- tbertragungs- |Ubertragungs- Reflexions- p opt
mA| MHz fakto‘r S41e faktor 8516 faktor 840e faktor 8506 dB
40 | 0.867 -11.0 |14.96/173.8 | 0.01/85.45 0.98/ -5.7 | 42.8

100 | 0.85/ -31.0 14.62/7159.5 | 3.02/72.65 0.96/-16.8 40.4

200 | 0.74/ -58.3 |12.42/143.0 | 0.04/61.98 | 0.81/-29.4 | 30.0

500 | 0.62/-114.9 7.96/109.7 0.07/44 13 0.577/-51.2 | 21.8

5 800 | 0.54/-141.0 5.50/ 94.8 | 0.08743.65 0.46/-59.3 | 17.3
1000 | 0.52/-155.9 4,51/ 85.5 | 0.08/42.93 0.43/-61.7 | 15.3
1200 | 0.50/-170.7 3.68/ 78.8 | 0.09/44.83 0.33/-64.9 | 3.3
1500 | 0.51/7 179.4 3.12/ 72.310.10749.7%3 0.34/-72.3 1.7
2000 | 0.507 153.2 2.33/ 60.6|0.11/54.70 0.33/-85.7 9.1

40 | 0.75/ -17.4 |26.00/169.3 | 0. 01/,78.732 0.95/ -9.4 42.4

100 | 0.72/ -46.3 |23.938/151.2 | 0. 02/67.15 0.89/-24,9 | 37.6

200 | 0.607 -81.7 |18.37/131.8|0.03/57.28 0.68/-29.7 | 30.0

500 | 0.52/-138.7 9.75/101.3 | 0.05/48.88 | 0.41/-53.2 | 22.0

10 300 | 0.48/-159.5 6.49/ 89.3 0.06753.73 0.34/-64.8| 17.9
1000 | 0.48/-171.7 5.24/ 81.5|0.07/54.98 0.31/-66.2 | 16.0
1200 | 0.48/ 175.6 4,27/ 76.4 n.08757.€0 nN.277-68.1 | 14.1
1500 | 0.48/ 169.3 3.59/ 70.5|0.10/61.43 0.25/ -76.4 12.5
2000 |+ 0.48/ 150.8 2.69/ 60.2{0.12/62.95 0 25/-89.4 | 10.0

40 | 0.66/ -22.8 |33.88/167.0 | 0.01/77. 72 0.94/-12.0 42,7

100 | 0.62/ -58.5 |29.85/145.5 | 0.02/64.25 0.83/-30.2 } 36.8

2060 | 0.537 -97.7 |21.11/125.5 | 9,03, 56.38 0.60/-45.0 | 29.8

500 | 0.50/-149.2 | 10.42/ 97.6 | Q. 0&/""’ 85 0,247 -62.4 | 22.2

=] 200 | 0.47/-167.8 6.84/ 86.8|0.06/59.63 0.29/-66.8 | 18.1
1000 | 0.47/-178.4 5.49/ 79.9|0.07/60.75 f.26/-€68.1 | 16.2
1200 | 0.48/ 169.9 4.48/ 75.2 | 0.08/52.70 0.237/-63.5 | 14.4
1500 | 0.48/ 165.1 | 3.75/ 69.5|0.10/65.65| 0.21/-78.5 12.8
2000 | 0.48/ 147.3 2.82/ 66.0 | 0.12/66.08 0.2t/-91.5 | 10.3

40 | 0.60/ -27.3 [39.36/164.9|0.01/72.65 0.92/-13.9 | 42.1

100 | 0.56/ -67.7 |23.11/141.8 | 0.02/62.85 0.79/-33.4 | 26.2

200 | 0.49/-108.4 |22.59/121.8 | 0. 03/ 56.33 n.54/-47.9 | 29.8

500 | 0.49/-155.6 |10.72/ 95.9 | 0.04/57.20 0.31/-€3.7 | 22.2

20 800 | 0.47/-172.1 6.97/ 85.5 | 0.06/62.35 0.26/-€7.5 | 18.2
1000 | 0.47/7 178.1 5.58/7 79.0 | 0. 07/63.5%2 0.247-62.€ 16.3
1200 | 0.49/7 167.1 4,57/ 74.8 | 0.08/65.75 0.20/-69.9 | 14.6
1500 | 0.48/7 162.9 3.81/ 69.0 | 0.10/67.95 D.20/-79.3 | 12.9
2000 | 0.487 145.5 2.87/ 59.7 | 0.13/67.73 | 0.20/-92.6 | 10.4

40 | 0.50/ -35.8 |46.77/161.7 | 0. 01773.53 0.90/ -16.5 | 41.7

100 | 0.487 -83.7 |37.15/136.5 | 0.02/60.75 | 0.72/-37.5 35.7

200 | 0.46/-124,2 [23.93/117.0 | 0.02/57.€3 0.477-50.6 | 29.7

500 | 0.49/-163.7 |10.72/ 93.5 | 0.04/62.00 0.27/-63.2 | 221

30| 800 |0.47/-177.5 | 6.98/ 4.0 | 0.06/67.05 | 0.23/-66.4 | 18.2
1060 | 0.48/ 173.9 5.587 77.7 | 0.07/67.43 | 0.22/-67.3 | 16.3
12¢0 | 0.5/ 163.8 4.56/ 73.2 ] 0.08/69.131 0.19/-58.4 | 14.6
1500 | 0.48/ 160.3 3.80/ 68.1|0.10/70.58 0.18/-79.1 12.9
2000 | 0.49/7 143.4 2.86/ S9.1 [ 0.13/59.50 0.187-92.6 10.5

1.86
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40‘ 7294144
Vp opt \
(dB} \\
30 \
N\
Ucg= av N
20— lc =15SmA
¥y =25°C N
10
0
10 102 103 £ (MH2) 104
, 20 |7294145 40 7294146
(mS) F=2,0dB g
10 //__. \ (mS) F=30d8
| N 20 A
\ 74 2,5
o \ %/_ Neo
el ) 1) M= 1Y \
oL ] 0 (s
NI N~ / /
\/
A
-20 1~ /
N Ucg=8V N
\ It =5mA -20 -
AN f =800 MHz \ Uep= 8V
-30 53
N ‘/lc =15ma
N~— £=800MHz
-40 —40 N
0 20 40 gg(ms) 80 20 40 60 80
gg(ms)
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BFG 90 A

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstidrker

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,
S0T-103

MaBangaben in mm.

le——— 17,4 min __.J

0,24
l —| 48max max  mpx

27 =n

vt
~N

:

T VZ7R0317
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB ¢ = max. 20 Vv
Kollektor~Emitter-Sperrspannung UCE o = mex. 15 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert Ic Ay = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 60°C Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur OJ = max. 150 °c
Transit-Frequenz bei UCE =10V, IC =14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstirkung
i = = = = 9

bei UCE 10V, IC 14 mA, f = 800 MHz Vp opt 19 4B
Rauschzahl

bei UCE =10V, IC =4 mA, f = 800 MHz F = 1,7 4B

158 VALVO



BFG 90 A

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis §

J max
Kollektor~Sperrspapnung bei IE = 03
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 03
Emitter-Sperrspannung bei IC = 02
Kollektorstrom, Mittelwert:
Gesamtverlustleistung bei $; < 60°: 1)
Sperrschichttemperaturs

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 40 mm x 25 mm

mit 35 pym Cu, verzinnt, vgl. Skizze

V2731288,
T 1 |
[T[1]
200 Rinu= 05 KImW
Pt max
(mw)
100
0
0 50 100 By (°C) 150

UCB 0= max. 20V
UCE o = max. 15 V
UEB 0= max. 2 Vv
IC AV = max. 25 mA
Ptot = max. 180 mW
8; =max. 150 °C
8 = min. -65 °c
8 = max. 150 °c

<
Ryouv = 0,5 K/mW

x 1,5 mm

25

40

—>| 3 L— 7293408
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nA

Kennwerte: bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor~Reststrom bei‘IE = 0, UCB =10 V: ICB 0
Gleichstromverstirkung bei UCE =10V, IC = 14 mA: B
Transit-Frequenz
bei UCE =10 V, IC = 14 mA, fM = 500 MHz: fT
Kollektorkapazitidt
bei UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc
Emitterkapazitdt
bei Upp = 0,5V, Io =0, £ =1 MHa: c,
Riickwirkungskapazitdt
bei UCE =10 V, IC =0, f =1 MHz: C12e
Erzielbare Leistungsverstidrkung °
bei UCE =10 V, IC = 14 mA, SU =25C
und f = 800 MHz: VP opt
und f = 2 GHz: Vp opt =
Rauschzahl
bei Ugp = 10 Vy Ry = R ooy 8y = 25%
und f = 800 MHz, IC = 4 mA: F
und f = 800 MHz, IC = 14 mA: F
bei Upy = 10 V, R, = 60 2, 8 = 25°¢C
und f = 2 GHz, I, = 4 mA: F
Ausgangsleistung bei 1 dB Kompression0
bei Uop = 10 V, I, = 14 mA, 9 = 25°C
und RL =75 Q, £ = 800 MHz: PL 14B =
Intermodulationsabstand
(DIN 45004 B, Dreiton)
EZ; ggE==2;gcY’ IC = 14 mA, R, = 7% Q, s <2
mit Up = Uo = 150 mV bei f = 795,25 MHz,
Uq = Uo - 6 dB bei £ = 803,25 MHz,
Ur = U0 - 6 dB  bei fr = 805,25 MHz,
gemessen bei f(p+q-r) = 793,25 MHz: dIM

50 nA
90 (2 40)

5 GHz
0,7 pF
1,2 pF

0,35 pF
19,0 dB
12,0 dB
1,7 dB
2,4 dB
3,6 dB
+8 dBm
~-60 dB
1.86

n
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Kennwerte, Fortsetzung:

Abstand der 2.Harmonischen
bei U, =10v710=14mA,R =75 Q, s < 2

E - o L
und SU = 25C,
mit U =U0=60meei f = 250 MHz
und U‘:1 = Uo = 60 mV bei fq = 560 MHz,
emessen bei f = 810 MHz: d = =50
£ (p+a) 2
Interzeptpunkt 3.0rdnung o
bei UCE=10v’ IC=14mA, RL=75$2, 3U=250
mit P = IP - 6 dB bei f_= 800 MHz
und Pq = IP - 6 dB bei fq = 801 MHz,
emessen bei f = 802 MHz
£ (2q-p)
und f = 799 MHz: 1P = +27
(2p-q)
MeBschaltung fiir d;\, d, und IP
2,2nF
2,2nF = *Upat C
*Upat g I
L3
33k L2 1nF
1nF
L1 300Q —{}—o 750
1nF
75 2 o—}
L1, L3: Ferritdrossel 5pH
1,5 36 1.5 36 0,82
L2: 3 Wdgn. 0,4 mm Cu pF Q pF Q pF
Innenv§ 3 mm
7293449v2

Steigung 1 mm

dB

dBm



s~ Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =10V Z_=.50¢
I £ Eingangs— Vorwdrts-— Riickwédrts— Ausgangs-
c Reflexions- {bertragungs-|tbertragungs- Reflexions- p opt
mA MHz faktor s faktor s faktor s faktor s dB
11e 21e 12e 22e

40 {0.85/ -10.3 | 15.85/173.9 | 0.01/79.53 | 0.99/ -4.1 45.9

100 | 0.84/7 -29.2 | 15,49/160.1 | 0.02/73.98 0.99/-12.5 | 42.86

200 | 0.73/ -55.3 | 13.15/143.8 | 0.03/64.33 | 0.85/-21.6 | 31.3

500 | 0.58/-109.4 3.57/111.5 ! 0.05/48,88 | 0.66/-24.9 | 23.0

5 800 | 0.49/-135.3 5.90/ 97.2 | 0.06/50.20 | 0.53/-49.90 18.4
1000 | 0.47/-150.0 4.87/ 88.2 | 0.07/50.10 | '0.56/-41.2 16.5
1200 | 0.45/-165.4 3.99/ 81.3 | 0.07/51.33| 0.54/-44.5 14.5
1500 | 0.44/-175.5 3.327 76.0 | 0.08/56.10 | 0.47/-48.7 12.5
2000 | 0.43/ 164.4 2.47/ 64.4 | 0.09/59.50| ©.46/-61.0 9.7

40 | 0.75/ -15.6 | 26.00/170.7 | 0.01/76.90 | 0.08/ -£.5 | 45,4

100 | 0.72/ -41.8 | 24.,27/152.8 | 0.02/70.40| 0.93/-17.5 | 29.7

200 | 0.60/ -74.8 | 18.79/133.9 | 0.02/50.20 | 0.758/-27.1 3t

500 | 0.48/-130.9 | 10.35/103.6 | 0.04/53.15| 0.55/-36.3 | 23,0

10 800 | 0.43/-152.5 6.85/ 91.82 | 0.05/57.88 | 0.48/-39.6 18.8
1000 | 0.43/-164.9 5.57/ 84.2 | 0.06/59.03| 0.48/-40.2 | 6.9
1200 | 0.43/-178.7 4,56/ 78.5 | 0.06/60.48 | 0.26/-42.7 15.1
1500 | 0.42/ 174.8 3.76/ 73.8 | 0.08/64.58 | 0.41/-47.3 | 13,1
2000 | 0.41/7 156.4 2.80/ 63.5 1 0.10/65.63 0.407 -59.5 10.5

40 [ 0.69/ -19.1 | 31.99/168,7 | 0.01/75.03 0.97/7 -7.8 45.6

100 | 0.65/ -49.8 | 28.84/148.5 | 0.02/€68.63 | £.90/-20.0 | 38.8

2006 | 0.53/ -86.1 | 21,09/128.8 | 0.02/58.88 | 0.70/-29.0 | 30.8

500 | 0.46/-136.5 [ 10.84/100.5 | 0.04/56.53 | 0.50/-35.7 | 23.0

141 200 |0.42/-159.5 ) 7.13/ £9.5| 06.05/61.83| 0.45/-33.6 | 18.9
1000 | 0.42/-170.8 5.77/ 82,7 | 0.06/62.683| 0.45/-33.2 | i7.1
1200 [ 0.42/7 176.6 4,72/ 77.5 ] 0.06/64.03 | 0.44/-41.4 15.3
1500 | 0.42/7 171.2 3.897 72.8 0 07/67.35| 0.29/-46.4 13.3
2000 | 0.41/7 153.5 2.89/ 62.8 .10/68.03| 0.28/-58.5 | 10.7




BFG 90A

_S_-_f_a_r:'iin_e_tsf_in Emitterschaltung, bei UCE =5V 2 =502
I £ Eingangs- Vorwarts- Riickwarts— Ausgangs- v
c Reflexions- | Ubertragungs-|{Ubertragungs-| Reflexions- p opt
mA MHz faktor %44 faktor s faktor s faktor s dB
e 21e 12e 22e
40 | 0.58/ -26.9 | 38.86/165.5 ['0.01/72.82} 0.35/ -10.2 | 44.1
100 [0.54/ -66.6 | 33.11/142.5 | 0.01/64.15| 0.84/ -24.2 | 37.2
200 | 0.47/-107.4 | 22.,59/122.3 | 0.02/57.38 | 0.62/ -32.2 | 20.3
500 | 0.46/-153.9 | 10,72/ 96.8 | 0.03/59.88 | 0.%4/ -36.2 | 22.6
20 800 | 0.44/-170.2 6.95/ €6.8 | 0.05/65.28 | 0.41/ -39.1 | 18.6
1000 | 0.45/-179.6 5.60/ 80.4 | 0.06/65.98 | 0.41/ -39.7 | 6.7
1200 | 0.46/ 169.6 4,58/ 75.8 | 0.06/67.40 | 0.29/ -41.9 | 15.0
1500 | 0.45/ 165.3 3.77/ 71.0 | 0.08/70.33 | 0.35/ -47.5 | 13.1
2000 | 0.45/ 148.8 2.81/ 61.7 | 0.10/70.15| 0.34/ -60.2 | 10.5
40 | 0.47/ -42.2 | 43.15/159.9 | 0.01/69.03 | 9.927/ -12.1 | 42,0
100 | 0.46/ -93.3 | 33.00/132.8 | 0.01/58.10 | 0.75/ -24.7 | 35.1
200 | 0.45/-132.2 | 20.27/1'4.3 | 0.02/58.25 | N.57/ -27.8 | 28.9
500 | 0.49/-166.2 9.16/ 92.5| 0.03/64.3 0.46/ -29.5 | 21.4
30 800 | 0.47/-178.6 5.35/ 84.8 | N.04/69.70 | 0.44/ -34.8 | 17.5
1006 | 0.487 173.9 4,80/ 79.0 | 0.05/70.00 | 0.45/ -35.7 | 15.7
1200 | 0.50/7 165.0 3.94/ 74,5 | 0.06/771.43 | 0.43/ -40.6 | 14.1
1500 | 0.49/ 160.8 3,25/ 70.0]0.07/74.36 | 0.39/ -45.8 | 12.1
2000 | 0.50/ 145.2 2.44/ 60,81 0.10/74,03 | N.23/7 -61.1 9.7
100 7294153 6 7294154
8 |1 —
1 fr
80 v -l (GHz)
// \ 1/ \
"I 7
Ucg =5V / Ugg=10V
40 / fyy =500MHz
2 / Ay =25°C
20 /
c 0
0 4 12 16 20 0 10 20 30
Ic(mA) c(mA)
1.86
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3 7294152
F
{dB) 7
//
2 /,/
A"
Ugg = 10V
f=B800MHz
1 g =2gopt
8y =25°C
]
0 4 8 12 16 20
I (mA}
30 7294158
bg
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m 20 A N

Lt N
N
ESRWA
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Ic =1mA
f=GOW
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N
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72941
1,0 55
~Ce J
(pF)
08 \\‘\_
[t
06 g0
t =1MHz
3y =25°C
0,4
0,2
0
o 2 4 6 8 10
Ucg (V)
7294148
-50 7294149 _40
diM \ dy \
(dB) \ (dB) \
_ \ " \
g0 Ugg=10V Ugg= 10V \
Uz =150mv Uz = 6omv
fp,q,r=793.25'1"1 fpaq=B810MHz y,
Ay =25°C \ 8y = 25°C 7
\u ya
~
-70 -60
0 10 20 'C‘"‘A) 30 0 10 20 IC"'"A) 30
1.86
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10

Leistungsverstérkung, Eingangs-

impedanz und Lastimpedanz

als HF - B- Verstédrker
fiir PL = 100 mW

. o
bei UCE =10 Vv, $U =25 C.
Zur Vermeidung von Schwing-
neigung wird ein (nur fiir
HF wirksamer) Basis-Emitter-—
Widerstand von 82 Q empfoh-
len.

7294147

Leistungsverstarkung \

400 600 800 ¢ (yHz 1000

BFG 90A

7294150
19
VLTI
r; Eingangsimpedanz .
(.('l) \ {Serienschaltung) ,// ();i‘
15 -25
\\'i ,ﬁa
N
1 -35
/AN
/1IN
/ ~N
o
7 / T _45
400 600 800 1 (MHz) 1000
s0 72941561 170
| [ [ ]
R Lastimpedanz X
(nL) \\ (Serienschaltung) (nL)
60 \ 150
\\
\\
\X
N
40 B, 130
RL\ \\
T~
N
N
<
20 110
400 600 800 ¢ (mnz 1000
1.86
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BFG 91 A

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXTAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstirker

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,
S0T-103

MaBangaben in mm.

0,24 12
l —»| 4,8max “_ max mfx
27 — k
max Ji T
T VZ720317
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = mex. 15 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 12V
Kollektorstrom, Mittelwert IC Ay = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei &U g 60°c Ptot = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur 8;  =max. 150 °C
Transit-Frequenz bei UCE =5V, IC = 30 mA fT = 6 GHz
Erzielbare Leistungsverstdrkung
bei UCE = 8V, IC = 30 mA, f = 800 MHz Vp opt= 16,5 dB
Rauschzahl
bei UCE = 8V, IC =4 mA, £ = 800 MHz F = 1,6 dB




BFG91 A

Absolute Grenzwerte:

(giiltig bis &

Kollektor-Sperrspangung bei IE = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:

Emitter~Sperrspannung bei Ic = 0
Kollektorstrom, Mittelwert:

Gesamtverlustleistung bei OU é 60 °C:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

o

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

J max

)

1

h

CB O
CE 0
EB 0
C AV
tot

(==

[}

P < @ o -
wn <

wn

Rth U

= max.

= max.

= max.

= max.

max.
max.
min.

maxe.

[N

15 v

12V

2 v

35 maA
300 mW
150 °c
-65 °c
150 °
0,3 K/mW

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 40 mm x 25 mm x 1,5 mm

mit 35 pm Cu, verzinnt, vgl. Skizze

P(M max

(mW)

400

300

200

100

N
N
(=]

50

25
i
4 ] &
"R s
4L
2—+>8 -
—>| 3 L— 7293406



BFG91A

Kennwerte: bei SJ = 2500, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom Eel IE = 0, UCB =5 Vs ICB 0o = 50 nA
Gleichstromverstdrkung bei UCE =5V, IC = 30 mA: B = 90 (; 40)
Transit-Frequenz
bei UCE =51V, IC = 30 mA, fM = 500 MHz: fT = 6 GHz
Kollektorkapazitdt
bei UCB =5V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,9 pF
Emitterkapazitat
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce - 2,5 pF
Riickwirkungskapazitit
bei UCE =5V, IC =0, f =1 MHz: Cl2e = 0,5 pF
Erzielbare Leistungsverstidrkung o
bei Uop = 8V, I, = 30 mA, 8 = 25°C
und f = 800 MHz: Vp opt = 16,5 dB
und f = 2 GHz: v = 8,0 dB
p opt
Rauschzahl o
bei UCE =81V, Rg = Rg opt’ 3U= 25°C
und f = 800 MHz, IC = 4 mA: F = ,6 dB
und f = 800 MHz, IC = 30 mA: F = 2,3 dB
Ausgangsleistung bei 1 dB Kompression
: —- — - [
bei UCE =8V, IC = 30 mA, 30 = 257C
wnd B = 75 @, £ = 800 MHz: PLaap = +17 dBm
Intermodulationsabstand
(DIN 45004 B, Dreiton)
bei UCE = SOV, IC = 30 mA, RL =75 Q, s < 2
und 8 = 25°C, o
mit U_ = Uo = 425 mV bei fp = 795,25 MHz,
4 = U0 - 6 dB bei fq = 803,25 MHz,
Ur = Uo - 6 dB bei fr = 805,25 MHz,
gemessen bei f(p+q-r) = 793,25 MHz: dIM = - 60 dB
Abstand der 2.Harmonischen
belUCE=8°V, I, =30ma, R =75Q, s <2
und $; = 25°C,
mit Up = Uo = 200 mV bei f = 250 MHz
und Uq = U0 = 200 mV bei fq = 560 MHz,
emessen bei f = 810 MHz: d = - 50 dB
€ (p+q) 2
1.86
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Kennwerte, Fortsetzung:

Interzeptpunkt 3.0£dnung

X o
be1UCE_8V, IC_30mA, RL_'TSQ, SU_2SC
mit P = IP - 6 dB bei fp = 800 MHz
und Pq = IP - 6 dB bei fq = 801 MHz,
emessen bei f = 802 MH
& * Y(29-p) i
und f = 799 MHz: 1P = +36 dBm
(2p-q)
MeGschaltung fir dp), d, und IP
1,5nF
1,6 nF — +Upat ¢
*Ubat 8 I
v L3
10 L2 1nF
1nF
L1 2700 —{}—o 750
1nF
750 O i}
L1, L3: Ferritdrossel 5 pH
1,5 36 36 1,5 068
L2¢: 3 Wdgn. 0,4 mm Cu pF Q Q F pF
Innen-ﬁ 3 mm I I I
Steigung 1 mm : 7293448v2

1.86
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s - Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =8V Z_=.50¢
1 ¢ Eingangse Vorwdrts-— Riickwdrts— Ausgangs-—
C Reflexions- Ubertragungs—-|Ubertragungs- Reflexions- p opt
mA MHz faktor 511e faktor 551 faktor S19e faktor S50 dB
40 | 0.877 -12.7 6.98/173.4 0.01/82.70 0.99/ -32.3 | 43,7
100 | 0.88/ -35.0 65.85/159.0 0.03/71.'5 1.90/-'0.S | 44.8
200 | 0.80/ -66.1 5.84/142.0 0.05/57.70 0.88/-18.5 | 26.3
500 [ 0.77/-125.7 3.85/106.8 0.08/23.00 n.75/-20.,8 | 19.2
2 800 | 0.72/-154.0 2.68/7 30.0 0.08/27.50 N.68/-28.5 | 14.4
1000 {0.71/-168.4 2.20/ 79.2 N.08/25.12 n.69/-41.8 [12.7
1200 | 0.72/7 178.8 1.797 71.3 0.07/27.23 0.68/-48.7 | 10.8
1500 | 0.71/ 166.3 1.51/ 63.8 .06/236.18 0.60/-54.7 2.5
2000 | 0.73/ 145.3 1.10/ 50.1 0.07/57.03 0.58/-73.0 6.0
40 10,737 -19.4 | 15.31/170.4 0.017,79,08 0.99/ -£.5 | 42.5
100 | 0.737/ -50.8 | 14.29/152.0 | 0.02765.90 0.94/7-77.7 | 235.¢
200 | 0.67/ -89.5 | 11,19/132.3 | 0.04/52.65 0.777/-27.5 | 27.4
500 | 0.66/-145.6 6.12/ 99.5 | 0.05/37.43 0.56/-27.8 |19.9
5 300 | 0.€4/-168.6 4,10/ 285.8 | 0.0€6/40.38 9.0/ -43.3 |15.2
1000 | 0.647 178.7 3.31/ 77.0 | 0.068/43.63 0.50/ -44.2 | 3.9
1200 | 0.65/ 168.8 2.69/7 71.0°) 0.06/43.53 0.78/-49.8 | 12.2
1500 | 0.65/ 158.3 2.26/ 64,0 | 0.07/56.80 0.43/-58.3 | 10.3
2000 {0.67/ 140.5 1.67/ 51.93 0.09/66.50 0.427-73.9 7.3
40 10.57/ -29.4 | 25.41/166.5 0.01/75.2% n.%7/-19.2 | 41.5
100 1 0.58/7 -71.8 | 22.13/144.3 0.02/61.50 0.36/-25.2 | 34.5
200 (9.57/-114.0 | 15.62/123.8 | 0,03/51.00 n.£4/-25.C |27.9
500 [0.61/-160.7 7.61/ 95.0 | 0.04/£47.28 .43/ -42.0 | 20.5
10 800 | 0.60/-178.5 5.01/ 83.3 0.05/754.45 0,30/ -45,8 | 6.6
1000 | 0.60/7 171.9 4.01/ 75.7 | 0.0€/57.3% n.28/-47.5 | 14.7
12006 [ 0.62/ 162.1 3.27/7 70.8 9.07/61.13 0.267-50.9 [ 12.0
1500 | 0.61/7 154.8 2.73/ 64.0 | 0.08/66.15 0.327-52.4 | 11.2
2000 | 0.63/7 137.2 2.047 53.2 | 0.11/69.98 0.22/-73.9 2.9
40 [ 0.39/7 -47.1 | 37.15/161.5 nN.01/771.€8 0.s4/ 14,7 | 41,8
100 {0.47/ -99.9 | 29.35/136.3 | 0.02/59.75 0.77/-32.6 | 24.4
200 [0.52/-137.7 1 19.23/116.3 | 0.02/53.15 0.52/-47,3 [ 22.4
500 | 0.59/-171.6 8.58/ 91.8 | 0.04/58.72 0.33/-46.5 | 2.0
20 300 {0.57/ 174.5 5.59/ 81.3 | 0,05/64.62 0.30/-49.5 | 17.1
1000 | 0.59/ 166.5 4,46/ 74.5 | 0,06/ 66.40 0.30/ -49.6 | 15.2
1200 1 0.61/ 157.6 3.65/ 70.3 | 0.07/68.90 0.28/-5%1.7 [ 13.€
1500 | 0.59/ 151.8 3.047 63.8 | 0.09/71.43 0.25/-60.3 [ '1.8
2000 | 0.61/ 134.9 2.28/ 53.7 0.12/71.60 0.25/ -75.4 9.4
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8 - Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =8V (Fortsetzung)
I £ Eingahgs— Vorwidrts- Rickwdrts— Ausgangs- v
C Reflexions- | Ubertragungs-|tUbertragungs-| Reflexions- p opt
mA MHz faktor %11 faktor 851e faktor S10e faktor 8500 dB
40 [0.31/ -65.9 | 44.67/158.2 | 0.0%/71.28 9.92/7-17.6 | 4.7
100 [0.45/-118,8 | 33.50/131.5 | 0.01/59.45 0.71/-36.6 | 24.5
200 | 0.51/-149,7 | 20.61/112.5 | 0.02/56.7¢2 0.36/-44,2 § 23.7
500 | 0.58/-176.5 8.90/ 90.0 | 0.03/64.13 0.25/7-47.4 | 21.2
30 800 | 0.57/ 171.5 5.78/ 80.2 | 0.05/69.60 0.27/-49.9 | 7.3
1000 | 0.587 164.2 | 4.60/ 73.7 | 0.06/69.8¢2 0.26/-50.0 | 15.4
1200 {0.61/ 155.8 3.77/ 69.8 | 0.047/71.773 0.24-51,4 | 13.8
1500 {0.58/ 150.6 3.13/ 63.3 | 0.09/73.28 0.22/-60.9 | 1.9
2000 j0.61/ 133.9 | 2.35/ S3.4 | 0.12/72.45 0.22/-75.9 9.6
100 7294164 12 7294161
8
o 1N
80 Ugg= SV (pF) T
&y =25°C 08
60 ' g =0
f =1MHz
Iy =25°C
40
0,4
20
Y 0
10 20 1 (ma) 30 0 4 8 12%8(\/)16
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7294163 7294162
8 8
tr fr
(GHz) (GHz)
6 = 6
A
L~
v Ic = 30mA
4 / 4 fy =500 MHz
/ Ucg=8V Ay=25°C
fy = 500 MHz
3y =25°C
2 / 2
0 0 30 40 0 0 4 8 2 16
0 10 2 Ic (mA) Uce (V)
169
40 7294 , 30 17294170
g
b L
g (mS) 7 \\F-4.0d8
{mS) 20
7 N
20— e AN \ \
TN \\ \ /4 ™ NS

\ 3.0
1,6 \2,0 \2,5 \3,0 F=35dB / /] “\2.5 \
B 0 s
0 -/ , / \ 23
3 // , o 1
[ ——t - \
—~20 / UcE o \\\/ // ,
= =8V
— Ic =4mA -20 ~— lczl;ggA
f=800MHz | f = B00MHz
—a0 - | -30
0 20 40 60 80 0 20 40 ggtms) 60
9g(mS)
1.86
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4‘0 7294168
Vp opt l
(a8) Uce= 8V
Ic =30mA
30 3y = 25%C
20 N
N
N
10 \\
0 L
102 103 £ (MHz) 104
7294160 7
~40 _30 294159
diy d2
(dB) \ (dB)
~50 \ —40 \
Uce= 8V
Uz =200mV \
N fpeq =B10MHz
Ugg= 8V \ 3y = 25°C
U; =425mv
60 | fpog-r=793,25 MHz ~50
Sy = 25°C
70 20 30 w0 %% 20 30
1
0 1° e (mA) 0 e (ma)*?
1.86
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729416
Leistungsverstirkung, Eingangs- 12 \ I I I ] /—5
]
: . r: Eingangsimpedanz r X
impedanz und Lastimpedanz “;) \\ (Serienschattung) /// (d,
als HF - B- Verstédrker
0 _ 10 -15
fiir PL = 160 mW . 12 5
bei UCE = 7,5V, 3U = 25°C. /
Zur Vermeidung von Schwing- \ /
neigung wird ein (nur fiir HF \
wirksamer) Basis-Emitter- 8 -25
Widerstand von 82 Q empfohlen. //
y. \\\ =
4
6 -35
400 600 800 ¢ (mHz) 1000
7294165 7294167
16 40
L TTTT] X T
Vo N Leistungsverstarkung \ Lastimpedanz
(dB) (Serienschaltung)
R N XL
N Q) \\\ ()
14
N NN
'\ RL
30 - ~\\\ 70
L \\\
12 \ \\
N 3
~
N
\\
10 20 60
400 600 800 ¢(mHz) 1000 400 600 800 f(myz 1000
1.86
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SILIZIUM ~ NPN - PLANAR ~ EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstidrker

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,
S0T-103

MaBangaben in mm.

0,24

=
N

l —»] 48max max m?x

i = f

T vZ720317
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB 0= max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom, Mittelwert Ic Ay = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei OU é 70% Ptot = max. 700 mW
Sperrschichttemperatur &J = max. 175 °C
Transit-Frequenz bei UCE =10V, IC = 50 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstérkung

bei UCE =10V, IC = 50 mA, f = 800 MHz VP opt™ 17 dB
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)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: I = max.
< o 1 C AV
Gesamtverlustleistung bei $U = 70 C: ) Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: &J = max.
Lagerungstemperatur: 38 = min.
65 = max.
Wdrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U
zwischen Sperrschicht und KollektoranschluB: Rth C

20
15

150

700

175

175

150
75

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 50 mm x 50 mm x 1,5 mm

mit 35 ym Cu, verzinnt, vgl. Skizze

K/W
K/W

50
800 F 7300425
Ptotmux PR e
(mW) e
i
600 — $
\ T 50
! t
-3
400
7283262
200
0

50 75 100 125 3, ecy V15
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Kennwerte: bei SJ = 250C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom bei I, = 0, Uy = 10 V: Isgo = 100 nA
Gleichstromverstirkung bei UCE =10 V, IC = 50 mAs B = 50 (; 25)
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, IC = 50 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitét
bei UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 1,5 pF
Emitterkapazitidt
bei Upp = 0,5V, I, =0, f =1 MHz: C, = 6,5 pF
Riickwirkungskapazitét
bei UCE =10 V, IC =0, f =1 MHz: Cl2e = 1,0 pF
Erzielbare Leistungsverstdrkung o
bei UCE =10 V, IC = 50 mA, $U =25C
und f = 800 MHz: Vp opt = 15,0 dB
und f = 2 GHz: Vp opt = 8,0 dB
Ausgangsleistung bei 1 dB Kompression0
bei Uy = 10 V, I, = 70 mA, $; = 25°C
und RL =75 Q, £ = 800 MHz: PL 1dB = +21 dBm
Intermodulationsabstand
(DIN 45004 B, Dreiton)
bBIUCE=12V, IC=70mA, RL=75Q, s < 2
und SU = 25C, .
mit Up = Uo = 700 mV bei f = 795,25 MHz,
Uq = Uo - 6 dB bei f = 803,25 MHz,
Ur = Uo - 6 dB bei fr = 805,25 MHz,
gemessen bei f(p+q-r) = 793,25 MHz: dIM = - 60 dB
Abstand der 2.Harmonischen
belUCE=12V, I, = 70 ma, RL=75Q, s <2
und 8, = 25°C,
mit Up = U0 = 316 mV bei f = 250 MHz
und Uq = UO = 316 mV bei f‘:1 = 560 MHz,
gemessen bei f = 810 MHz: d = - 52 dB
(p+a) 2
1.86
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Kennwerte, Fortsetzung:

Interzeptpunkt 3.0rdnung

bei Uy = 10 V, I, = 70 mA, R = 75 @, 8, = 25°C

mit Pp = IP - 6dB bei f = 800 MHz
und Pq = IP - 6dB bei fq = 801 MHz,

gemessen bei f = 802 MHz
(2q-p)
und f = 799 MHz: IP = +40 dBm
(2p-q)
Mefischaltung fiir dp), d, und IP
2.2nF +Upat ¢
+UbotB
10kQ
L1 —o 750
75Q I
1nF
L1, L3: Mikrodrossel 5 pH 1,5pF
L2: 1,5 Wdgn. 0,4 mm Cu pF
Innen-¢ 3 mm
Steigung 1 mm 7293447V2
100 7294174 6 7294173
8 .
Ugg= 10V fr // L
80 $y =25°C (GHz) v ~
/ Ugg = 10V
o0 4 tyy =500MHz
4 = 25°C
I / J
/
40 /
2
20
0 ()}
0 40 80 120 160 0 40 80 120 160
Ic (mA) Ic (mA)
1.86
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8 - Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =10 V z=50¢8
1 £ Eingangs< Vorwdrts- Riickwirts- Ausgangs- v
c Reflexions- [Ubertragungs-|{bertragungs- | Reflexions-— p opt
mA MHz faktor 844 faktor s faktor s faktor s dB
e 21e 12e 22e
40 | 0.68/ -50.8 |26.00/155.5] 0.027 €7.15 | €.9C¢/ 22,7/ 28.2
100 | 0.68/-106.4 | 18.22/126.5| 0.0/ 46.05 | 0.55/ -45.7| 20.3
200 | 0.68/-142.5 |10.81/107.9| 0.04/ 38,05 | 0.41/ -56.2| 24.1
500 | 0.71/-173.4 | 4.60/ 84.5| 0.05/ 41,20 | 0.25/ -52.3| 15.6
10 800 | 0.69/ 173.9 | 3.017 73.3| 0.07/ 43.22 | .25/ -78.7| 12.7
1000 | 0.70/ 166.7 2.39/ €5.2| 0.08/ 52,48 | 0.25/ -32.7]| '0.8
1200 | 0.72/ 159.6 | 1.95/ 61.5| 0.09/ 56.88 | 0.24/ -91.4| 9.3
1500 | 0.71/ 153.2 | 1,66/ 53.2| 0.11/ 60.25 | 0.25/-103.8| 7.7
2000 | 0.737 138.2 | 1,25/ 42.7| 0.14/ 63.%¢ | 0.25/-126 1| 5.5
40 | 0.60/ -64.1 |33,50/150.8| 0.02/ €4.65 | 0.26/ -29.5| 78.4
100 | 0.65/-121.2 |21.80/121.5( 0.03/ 45.00 | 0.56/ -56.5( 20.8
200 | 0.66/-152.0 |12.42/104.8| 0.03/ an.90 | 0.3/ -79.€| 24.9
500 | 0.70/-177.4 | 5,127 82.8| 0.05/ 43.35 | 0.18/ -90.4] 17,2
15| 800 | 0.68/ 171.4 | 3.35/ 73.5] 0.07/ 56,38 | 0.19/ -98:2| 12,4
1000 | 0.69/ 164.8 | 2,65/ 66.7| 0.087 58.423 | 0.18/-102, 4 11.<
1206 | 0.72/ 157.8 | 2,17/ 62.8| 0.09/ 61,75 | 0.'7/-119.5] 10.9
1500 | 0.70/ 152.1 | {,g5/ 54.6| 0.12/ €2.12 | 0.20/-121.3| 8.4
2000 | 0.72/ 137.2 | 1,40/ 44,7 | 0.15/ 64,083 | 0.23/-129.8| 6.3
40 | 0.55/ -75.5 [39,36/147.3| 0.02/ 60.53 | 0.83/ -34.8| 233.6
100 | 0.63/-130.6 [23.99/118.3} 0.02/ 43.82 | 0.5/ -54.2f 211
200 | 0.66/-156.7 |13,30/102.8| 0.03/ 44,13 | 0.29/ -82.0(25.2
500 | 0.70/-179.7 | 5,437 83.5| 0.05/ 54,30 | 0.17/-10S.8| 17.7
20 | 800 | 0.68/ 170.0 | 3,55/ 73.7 | 0.07/ 60.28 | 0.17/-115.£1 13,9
1000 | 0.69/ 163.7 | 2.817 67.0| 0.08/ 51,22 | 0.1€/-119.4| 11,9
1200 | 0.72/ 156.9 | 2 307 63.5( 0.09/ £3.99 | 0.15/-129.7( 10.5
1500 | 0.69/ 151.5 | 1,96/ 55.5| 0.12/ 64.35 | 0.18/-136.5| 8.8
2000 | 0.717 136.7 | 1,49/ 45,3 | 0.1/ 63.90 | 0.2'/-152.0| 6.7
40 | 0.51/ -92.9 |a7,32/142.3| 0.02/ 58.32 | 0.79/ -42.7] 38.8
100 | 0.62/-142.5 [26.49/114.,3 | 0.02/ 44.52 | 0.44/ -76.€| 21.5
200 | 0.65/-162.4 |14.427100.6]0.03/ 49.23 | 0 25/ -09.9|25.9
500 | 0.69/ 177.9 | 5,787 83.0| 0.05/ 68.35 | 0.17/-132.5] 18.2
30 800 | 0.68/ 168.5 | 3,78/ 73.8|0.077 €4.70 | 0.17/-136.9] 14.3
1000 | 0.69/ 162.5 | 2.987 67.5| 0.08/ 64.75 | 0.16/-143.7 12.4
1200 | 0.71/ 155.8 | 2 44/ 64.4|0.10/ 66.45 | 0.15/-155,4] 19,9
1500 | 0.68/ 150.8 | 2.0g/s 56.3| 0.12/ 65.75 | 0.18/-156.5| 9.3
2000 | 0.71/ 136.2 | y 597 47.2 | 0.167 €4.45 | 0.21/-168.4} 7.3
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s - Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =10 V (Fortsetzung)
1 ? Eingangs- Vorwidrts~ Riickwdrts- Ausgangs- v
c Reflexions- |Ubertragungs-|ibertragungs— | Reflexions-— p opt
mA MHz faktor 844 faktor s faktor s faktor s dB
e 21e 12e 22e
40 | 0.49/-113.0 [55.59/136.3|0.01/ 57.15 | 0.7%/ ~52.24] 39.1
100 | 0.63/-153.5 8.51/110.2| 0.02/ 48.75 | 0.29/ -390.8] 22.0
200 | 0.65/-168.7 |15.287 98.3 | 0.02/ 56.70 | N.247-117.4)| 26.3
500 | 0.69/ 175.9 6.047 82.4| 0.05/ 65.83 | 0.20/-149.7} 18.6
50 800 | 0.67/ 167.2 3.95/ 73.6| 0.07/ £8.13 0.19/-!54.1 4.7
1000 | 0.69/7 161.5 3.117 67.710.09/ 67.18 0.18/'-§Z-£ 12.8
1200 | 0.71/ 155.1 2.56/7 65.0|0.19/ 68.68 | 0.13/-173.84 11.3
1500 | 0.68/7 150.3 2.18/ 56.9|0.12/ 66.73 [ 0.197-172.1 S.7
2000 | 0.70/ 135.7 1.67/ 48.3|0.17/ 64.88 | 0,217 177.2] 7.6
10 7294172 40 7294112
Vp opt ‘\ (:,gs, ;—N\\\
(d8) Ugg= 10V Y/ .\\ N
N Ic =50mA 20 P—
20 q 3y =25°C 7T N
\\ *4,0 )4.5 )5,0 )5,5 )F=60d8
o]
q et /
\ \\/ // /
10
N 2 N o
QCE=1°V
Ic =70mA
f =800MHz
ol ; , o I
10 10 £ (MHz) 10 0 20 40 60 80
gg(mS)
1.86
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18 7294171
HEEE
Vp \\ Leistungsverstarkung
(dB) AN
N
14 \
N
\\
10
N,
\\\
N
6
400 600 800 ¢ pmpz 1000

Leistungsverstidrkung, Eingangs—

impedanz und Lastimpedanz

als HF - B - Verstirker
fiir PL = 700 mW

. o
bei UCE =10 V, SU = 25 C.
Zur Vermeidung von Schwing-
neigung wird ein (nur fiir HF
wirksamer) Basis-Emitter-
Widerstand von 39 Q empfohlen.

R

BFG 96

8 7294175
fingangsimpedanz
Fie X5 (Serienschaltung)
(2)
L+~
4 N — -
//
i
A
0 7
Xi
4 fz
-8
400 600 800 ¢ (mHz 1000
50 =g 7294176
~—
. X X
(SRl i L P
(2} | —
Lastimpedanz
40 (Serienschaltung)
i
30 =
[~
R
L ~_
™S
20
400 600 800 f (mz) 1000
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SILIZIUM ~ NPN - PLANAR - EPITAXTAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstirker

Mechanische Daten:

BFG 97

Gehduse: Kmnststoff, 6.7
0.32 6.3
. T-223 0.24 31
—- " —
MaBangaben in mm. //" 29
C 4
-
0.10 T
0.02 Draufsicht 37 73
33 67
169 E B E 1
nuxé\‘ Y430 — —
} f
1 2 il3
M T 1
1.70 \,1°° 1.06 0.80
“max T 086 3l 0607
7725065 V1 14.6]
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 v
Kollektor-Gleichstrom IC = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei 8, = 30°c P .4 = max. 1w
Sperrschichttemperatur QJ = max. 175 °C
Gleichstromverstirkung >
bei Uy = 10 V, I, = 70 mA B = 90 (£ 25)
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, I, = 70 mA fT = 5,5 GHz
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei UCE =10 V, IC = 70 mA, £ = 800 MHz Vp opt = 12 dB
Ausgangsspannung bei -60 dB Intermodulationsabstand
bei U,, =10V, I, = 70 mA, f =~ 800 MHz U = 700 mv
CE C o
7.88
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Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei I = 0:

E

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:

Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:
Kollektor-Gleichstrom:

"
[
(=]
=l
aQ
.

Gesamtverlustleistung bei $U <
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und KollektoranschluB:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

h

Ph:f max
(W)
1,0
N L
N
AN
0,75
N\
\\
05 AN
N\
0,25 - N
N
\\
0
25 5
30
7.88

38

UCB 0= max. 20 Vv
UCE o = max. 15 Vv
UEB o = max. 3 Vv
Ic = max. 100 mA
) Pio¢ = max. 1 ﬁ
sJ = max. 175 C
8g = min. -65 °c
(o]
es = max. 175 [
Rypo = 50 K/W
Ry~ 145 K/W

Transistor auf 1,5 mm starker Glas-
faser-Leiterplatte mit 35 mm Cu,
verzinnt, vgl. Skizze

"
——T'

7225067



o

Eennwerte: bei 3J =25C

Kollektor—Reststgpm

500 MHz:
800 MHz:

bei IE = 0, UCB = 10 V:
Gleichstromverstirkung

bei UCE = 10 Vv, IC = 70 mA:
Transit-Frequenz

bei UCE =10 V, IC = 70 mA, fM = 500 MHz:
Kollektorkapazitidt

bei UCB = 10 V, IE =0, f =1 MHz:
Emitterkapazitidt

bei Upp = 0,5V, I, =0, f = 1 MHz:
Riickwirkungskapazitédt

beiUCE=1OV, IC=0,f=1MH22
Erzielbare Leistungsverstdrkung

bei UCE =10 V, IC =70 mA und f =

und f =

Ausgangsspannung

bei -60 dB Intermodulationsabstand
(DIN 45 004 B, 6.3, Dreiton-Messung)

bei Uyp = 10 V, T, = 70 m4, R = 75
mit U = U, bei -60 dB bei f = 795,
U =U -6 dB bei f = 803,

q o !
U =U -6 dB bei f. = 805,

r o r

gemessen bei f ) = 793,25 MHz:

(p+q-r

Q

25 MHz,
25 MHz,
25 MHz,

BFG 97

<
Iogo = 100 nA
B = 90 (2 25)
) = 5,5 GHz
c, = 1,5 ©pF
ce = 6,5 pF
C12e = 1,0 PF
v = 16 dB
p opt
v = 12 dB
p opt
U = 700 mV
()
7.88
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BFG 198

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstidrker

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,
S0T-223 0.24

fa—
MaBangaben in mm. 7/"‘

o
w
N

N oo

© - W

0.10 I
0.02 Draufsicht 37 7.

W

13°

max

—
3

1170, /\ 190 1,08 _,| 080__

max 0.86 060
7225065V1

Kurzdaten:

(=]

Kollektor-Sperrspannung cB o = max. 20

(=]

= max. 10
= max. 100

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektor-Gleichstrom

CE 0

-]
g < <

. . o
Gesamtverlustleistung bei SU =50 C tot = Dax. 1

<
° =

Sperrschichttemperatur J = max. 175 C

Gleichstromverstirkung

belUCE=8V,IC=50mA B

Transit-Frequenz

bei UCE =81V, IC = 50 mA fT = 8,0 GHz

Erzielbare Leistungsverstirkung
beiUCE=8V, IC=50mA, f = 800 MHz
Ausgangsspannung bei -60 dB Intermodulationsabstand

bei UCE =8V, Ic = 50 mA, f =~ 800 MHz u = 700 mv

s VAIVD

100 (2 40)

15 dB




BFG 198

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I, = O:

B
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0:
Kollektor-Gleichstrom:
Gesamtverlustleistung bei 9y < 50%: 1)

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und KollektoranschluB:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

CB O
CE 0
EB 0

P P P HHOH I o
n 4 o+ Q
o
o+

w

Bihe=
Bihu~™

= maXx.

= maXx.

= maX.

= maXe.

max.,
max.
min.

max.

40
125

10
2,5

100

175
-65
175

K/W
K/W

1) Transistor auf 1,5 mm starker Glas-
faser-Leiterplatte mit 35 mm Cu,
verzinnt, vgl. Skizze

Plof max
(W)
10

0,5

0
25 75 125 175
8yl°0)

7.88
46
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Eennwerte: bei SJ = 25°
Kollektor-Reststgom <
bei IE =0, LCB =5 V: ICB 0o = 100 nA
Gleichstromverstdrkung S
bei U.p =8V, I, = 50 mA: B = 100 (£ 40)
Transit-Frequenz
bei Uy =8V, I, = 50 m, f, = 1 GHz: fr = 8,0 GHz
Kollektorkapazitdt
bei Usp = 8V, Ip =0, f =1 MHz: C, = 1,5 pF
Emitterkapazitdt
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 3,0 pF
Riickwirkungskapazitdt
bei UCE =8V, IC =0, f =1 MHz: 0129 = 0,8 pF
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei UCE =8V, IC = 50 mA und f = 500 MHz: VP opt = 18 dB
und f = 800 MHz: v = 15 dB
p opt
Ausgangsspannung
bei -60 dB Intermodulationsabstand
(DIN 45 004 B, 6.3, Dreiton-Messung)
bei UCE =81V, IC = 50 ma, RL =75 Q
mit Up = U0 bei -60 dB bei f_ = 795,25 MHz,
Uq B Uo - 6 dB bei f = 803,25 MHz,
U =U -6 dB bei f_ = 805,25 MHz,
r o r
gemessen bei f = 793,25 MHz: U = 700 mV
(p+q-r) °
7.88
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